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[개  요] 

반도체 제조 프로세스에서의 금속불순물 오염은 제품의 실수율과 신뢰성에 영향을 미칩니다. 당사에서는 

실리콘산화막 등 실리콘계 박막에 대해 반도체 국제기술 로드맵 등에서 가리키는 불순물오염수준 108～109 

atoms/cm2    정량하한에서 높은 재현성으로 정량할 수 있는 방법을 확립하여 요청에 따라 당일대응, 정량하 

한 107 atoms/cm2     수준의 분석으로 대응합니다. 

 

[대상시료] 

자연산화막, 열산화막, CVD 산화막, 질화막, BPSG 막, 옥시나이트라이트막 등의 실리콘웨이퍼상 각종 박막 

및 폴리실리콘층, 아몰퍼스실리콘층, 에피택셜실리콘층, SOI 층, 실리콘기판 등의 실리콘층. 

 

[방 법] 

1.전처리 

측정에 있어서는 최표면의 부착오염성분은 물론 각종 막 내 오염물질 또는 깊이 방향 측정 등 고객의 요청에 

따라 측정항목에 가장 적합한 전처리 방법을 택할 수 있습니다. 

 

2.측정장치 

2.1 유도결합 프라즈마 질량분석법 : 이중수속형 ICP-MS, 사중극형 ICP-MS 

2.2 그라파이트퍼니스 / 원자흡광광도법 

 

※당사에서는 오염방지를 위해 전처리부터 정량까지의 분석에 관한 모든 조작을 높은 청정도의  클린룸내에 

  서 진행합니다. 또한 사용하는 기구・시약・환경・조작에 대해 모든 오염방지대책을 세우는 등 세심한 주 

의를 기울이고 있습니다. 

 

3.분석가능원소(일부 원소에 대해서는 조합에 따라 다른 전처리가 필요할 경우가 있습니다.） 
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취급점： 당사 홈페이지 https://www.scaskorea.co.kr/ 

문의처 https://www.scaskorea.co.kr/contact/ 

기술사례 https://www.scaskorea.co.kr/technical-informations/ 

 

   
Copyright Sumika Chemical Analysis Service, Ltd. 

 

001 

 

 

4. 정량하한（예） 

웨이퍼 박막중 불순물분석 정량하한 예는 다음과 같습니다. 

 

 

산화막중 정량하한(방울 무게법） 

 

 
 

 

 

Si 기판표층 100nm 중 정량하한(액형 막 기술） 

 

 
 

 

[초고감도 분석방법] 

초고감도분석(107atoms/cm2수준)도 대응 가능합니다. 

 

 

산화막 중 정량하한(방울 무게법） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

※이 검사는 주식회사 스미카분석센터 (https://www.scas.co.jp/en/)에서 실시됩니다.   
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